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(54) Title: ETCHING PASTES FOR SILICON SURFACES AND LAYERS

(54) Bezeichnung: ATZPASTEN FUR SILIZIUMOBERFLACHEN UND -SCHICHTEN

(57) Abstract: The invention relates to novel etching media in the form of etching pastes for etching selected areas or the entire area

of silicon surfaces and layers, in addition to the use of said media.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft neue Atzmedien in Form von Atzpasten zum ganzflichigen und selek-
tiven Atzen von Siliziumoberflichen und -schichten sowie deren Verwendung.



